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"Proced6 de mlcrostructuration d'une surface 
de substrat souple, en particulier d'une surface d'adhesif. , 
et produits microstructures ainsl obtenus" 
5 La presente Invention est relative a un procede de 

microstructuration tridimensionnelle d'une surface de substrat souple, en 
particulier d'une surface d'adhesif, alnsi qu'au produit et en particulier au 
film autoadhesif comportant une telle surface microstructuree 
tridimensionnelJement 

10 II est connu de prevoir des films d'adheslf sensibles a ia 

pression, dont la topographie est conferee par la mise en contact de la 
surface microstructuree tridimensionnellement d'un revStement 
protecteur pelable comme support, et qui est essentlellement ttnverse de 
la mlcrostructure tridimensionnelle avec laquelle la surface d'adhesif est 

1 5 mise en contact, et des precedes de formation de tels films autoadhSsifs. 
Selon ces procedSs, !es structure© tridimensionnelles sont obtenues soit 
en embossant m6canlquement le support comportant un film plan de 
silicone soit en enduisant de la silicone sur un support presentant dej£ 
une surface microstructuree, 6pousant alors la topographie du support. 

20 Bien que les precedes de formation de telsfilms autoadhesifs se revdlent 
en g6n$ral plutdt satisfaisants lis sont d'une application limine, ne 
pouvant etre realises que sur des supports polyethylenes ou 
polypropy!6n6s coQteux, et ne permettent de former des microstructures 
dans la silicone par embossage a chaud qu'£ des vitesses de I'ordre de 

25 0,9 m/minute du cyiindre grav6 utilise a cet effet, ce qui freine 
consid^rablement la productivity et eleve les coOts de production des 
produits finis. 



Best Available Copy „ *->,^a 

f-nicoc s. UPNDER HflEGHEN 3 32 2 5359980 P. 12/39 

23-12-2003 15M2 GEUERS & URNDcR HHtuncn 29.12.2003 15:37:. 



-2- 

Un des buts de la presente invention consiste, par 
consequent, a remedier aux inconvenients precites et a prevoir un 
precede de microstructuration tridimensionnelle d'une surface de 
^bstcat^ouple^rj_paricufe^ 



realise sur n'importe quel type de substrat, tel que papiers, films 
plastiques ou autres. et permettant de travalller a tres grande Vitesse, en 
augmentant ainsi la productivite de facon considerable par rapport aux 

precedes connus anterieurs. 

A cet effet, suivant la presente invention, le precede de 
10 microstructuration tridimensionnelle precite comprend ['application d'une 
premiere couche de silicone sensiblement plane et uniforme sur une 
surface d'un support, Implication sur la premiere couche de silicone 
d'une seconde couche de silicone microstructuree tridimensionnellement, 
lesdites premiere et seconde couches de silicone se solidarisant pour 
15 former ainsi une microstructure tridimensionnelle commune comportant 
des zones assurant des- proprietes d'antiadherence sensiblement 
regulierement reparties a la surface du support, et le dep6t de la surface 
de substrat souple, en particulier de la surface d'adhesif sur les couches 
de silicone precitees de manlere a ce que ladite surface de substrat 
20 souple, en particulier d'adh6sif sort microstructuree essentiellement par 
replication inverse de la microstructure tridimensionnelle commune 
formee par les premiere et seconde couches de silicone, lesdites 
' couches de silicone etant fixees par durcissement. 

Avantageusement, la premiere couche de silicone 
25 comprend au moins un polyorganosiloxane fonctlonnalise a groupements 
I 

— Si — H . 
I 

comme retlculant. et au moins un polyorganosiloxane fonctionnalise 
30 pouvant reagir avec le reticulant par polycondensation. ou bien elle 
comprend un polyorganosiloxane fonctionnalise a groupements 
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I 

— Si — H 



- wmme-reticolantret-au-molns-on-polyorganoslloxane^onctionnalis^-sr 
5 groupements 



— Si— R 



pouvant reagir avec le retlculant par polyaddition, R comportant au moms 
10 une insaturatlon ethylenique, et eventuellement. dans I'un ou I'autre des 
cas, un catalyseur d'activation de la reaction de reticulation precitee. et 
est durcle par chauffage ou par exposition a un rayonnement ultraviolet 
ou 6lectronlque. 

Sulvant un mode de realisation avantageux de Invention, 
la seconde couche de silicone precitee comprend au moins un poly- 
organosiloxane. et avantageusement un polydimethylsiloxane a fonction 
acrylate et/ou epoxy. et eventuellement un catalyseur d'activation. 

Suivant un autre mode de realisation avantageux de 
('invention, la seconde couche de silicone comprend un 
20 polydimethylsiloxane a fonction acrylate et un catalyseur de type 
cetonique. avantageusement de type benzophenone, ou bien elle 
comprend un polydimethylsiloxane a fonction epoxy et un catalyseur de 
type sel d'iodonium. et est durcie par exposition a un rayonnement 
ultraviolet. 

25 Suivant encor e autre mode de realisation avantageux, la 

seconde couche de silicone ne comprend pas de catalyseur d'activation 
et est durcie par exposition a un rayonnement electronique. 

L'invention concerne egalement )es films microstructures 
tridimenslonnellement, et les films autoadhesifs comportant une surface 

30 telle que microstructuree tridimensionnellement par le precede precite. et 
comportant notamment des motifs decoratifs, publicitaires ou autres. 
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notamment sur la surface opposee a la surface adhesive des films 
autoadhesifs. 

Comme on I'a deja signale precedemment, pour conferer 
.une^icrastmctUKUridi^ 



et en particulier a une surface tfadhesif on applique une premiere 
couche de silicone sensiblement plane et uniforme sur une surface d'un 
support, tel qu'en papier, par exemple calandre ou couche, ou un film 
plastique, tel que de polyethylene, polyester, polypropylene, chlorure de 
poiyvinyle ou analogue, et on applique sur la premiere couche de silicone 
10 une seconde couche de silicone microstructun§e tridimensionnellement. 
de telle sorte que ces couches de silicone se solidarisent pour former 
ainsl une microstructure tridimensionnelle commune comportant des 
zones assurant des proprietes d'antiadherence sensiblement 
regulierement reparOes a la surface du support. Ensuite. on depose la 
15 surface de substrat souple, ou en particulier d'adhesif precitee sur les 
couches de silicone de manlere a ce que ladite surface de substrat, en 
particulier d'adhesif soil mlcrostructunbe essentiellement par replication 
Inverse de la microstructure tridimensionnelle commune formee par la 
premiere et la seconde couche de silicone. A cet egard. on entend par 
20 I'expression "microstructuree essentiellement par replication inverse" le 
fait que la topographie obtenue a la surface du substrat souple, en 
particulier de I'adh6sif est le motif inverse de la topographie en surface 
formee par la premiere et la seconde couche de silicone dont les trois 
dimensions dans Tespace sont sensiblement slmilaires ou similalres a 

25 cette demiere. 

Tout au long de la presente description ainsl que dans les 
revendications. on entend par "substrat" tout produit qui sera 
microstructure par replication inverse dela microstructure formee par la 
premiere et la seconde couche de silicone et par "support" tout produit 
sur lequel est appliqufee la premiere couche de silicone ou couche de 
silicone sensiblement plane et uniforme. 
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La premiere couche de silicone sensiblement plane et 
uniforme est formee d'une composition de silicone a base d'un ou 
plusieurs polyorganosiloxanes (POS) fonctionnalises a groupements 



5 — Si — H 

I 

comme retlculant, et d'un ou plusieurs polyorganosiloxanes 
fonctionnalises (resin© de base) pouvant reagir avec le reticulant par 
poJycondensation, et d'un catalyseur deactivation preferentfellement a 
10 base de platine ou de rhodium sauf dans le cas d'un durcissement de la 
couche par exposition a un rayonnement electronique. Sulvant une 
variante, on pourrait utiliser comme r6sine de base un ou plusieurs 
polyorganosiloxanes fonctionnalises a groupements 

I 

15 — Si — R 

I 

pouvant reagir avec le r&iculant par polyaddition, R comportant au moins 

une insaturation 6thyl6nique, avantageusement vlnylique. 

Cette composition de silicone peut de plus comprendre des 

20 additifs tels que ceux habituellernent utilises dans ce type duplications, 

d savoir un moduJateur d'adh^rence par exemple d base de resine 

siliconee comprenant des motifs siloxyle, des acc6l6rateurs et inhibiteurs 

♦ 

de reaction, des pigments, des agents tensioactifs, des charges ou 
analogue. Pour faciliter ('application de la couche de silicone la 

25 composition de silicone precise peut etre liquide et diluee dans un 
solvant comme I'hexane ou le toluene et pour des raisons d'hyglfene et 
de s6curite elle peut 6tre sous la forme d'une dispersion/emulsion 
aqueuse. Par I'expression "sensiblement plane et uniforme" on entend 
que la couche de silicone ne comporte pas d'asperites ou rugosites 

30 superficielles pouvant temir la configuration plane de sa surface. Cette 
composition de silicone constltuant la premiere couche, qui est soit en 
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base solvant soit sans solvant, est durcie par reticulation par voie 
thermique suivant une reaction soit de polyaddition solt de 
polycondensation, par exemple en etant soumise a des temperatures 

^tonMe-KMh-220°C t avantageusement-de-^ tflD-^SQ^Gr-ou-sous- 

5 ('application d'une energle radlante, telle qu'un rayonnement ultraviolet 
ou Electronique. Dans le cas du traitement thermique, la couche de 
silicone peut etre durcie en faisant passer le support sur laquetle elle est 
appliquee dans des fours thermiques dont la temperature peut varier de 
100 a 220°C, avec un temps de sejour dans le four thermique pouvant 

10 aller de 2 secondes a une minute. La vitesse d'enduction est 
gendralement d6termin6e par le profil de temperature dans les fours et 
par la longueur des fours. Dans le cas du traitement sous energie 
radiante, la couche de silicone est amenee dans un four UV ou a 
rayonnement electronique et est durcie pratiquement Instantanfement, la 

15 composition de silicone de type radicalaire ou cationique ne necessitant 
toutefois pas la presence d'un catatyseur lors de ['exposition a un 
rayonnement electronique. La couche plane de silicone a une §paisseur 
pouvant aller de 0,5 a 1,5 micrometre, avantageusement de 0,8 a 
1,2 micrometres. Cette couche de silicone est, d'une maniere generate, 

20 appliquee avec un systeme a cinq rouleaux pour les compositions sans 
solvant et avec un systeme du type a rouleau enducteur et racle de 
Mayer pour les compositions en base solvant ou aqueuse. 

Suivant la presente invention, la seconde couche de 
silicone ou couche de silicone microstructuree tridimensionnellement est 

25 formee d'une composition de silicone comprenant un ou plusieurs 
polyorganosiloxanes et avantageusement un ou plusieurs 
_polydimethylsi!oxanes h fonction acrylate et/ou 6poxy, et 6ventuellement 
d'un catalyseur deactivation en fonction des necessites. Cette 
composition de silicone est sans solvant et est durcie soit par exposition 

30 3 un rayonnement ultraviolet soit par exposition d un rayonnement 
electronique, auquel cas elle ne n^cessite pas la presence d'un 
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catalyseur d'activation. La dose d'UV necessaire pour assurer une 
reticulation correcte de la silicone est d'une maniere generate superieure 
a 700 mJ/cm= Lorsque la composition de silicone comprend un ou des 

-pelydimethylsiloxanes-a-fonqtion-aciylate-et-que-la-eouche-de-silic»ne- 
microstructuree est durcie par rayonnement UV (systeme rad.calaire) on 
utilisera comme catalyseur un photoinitiateur cetonique. avanta- 
geusement du type benzophenone, dont un exemple specifique est la 2- 
hydroxy-2-methyl-1-phenylpropanone. Pour optimaliser I'adherence de la 
couche microstructuree, on peut incorporer un agent d'adherence tel que 
I'ether diglycidyllque dipropoxyle de polydlmethylsiloxane. Dans le cas ou 
la composition de silicone comprend un ou des polydfmethylsiloxanes a 
fonction epoxy on utilisera comme catalyseur un photoinitiateur du type 
sel d'lodonium comme un tetrakis(pentafluorophenyl)borate de 
diaryliodonium ou I'hexafluoroanttmonate d'iodonlum (systeme 
catlonique). Les systemes radicalaires sent d'une mani6re generate 
preferables aux systemes cationiques car lis possedent une meilleure 
stabilite des proprietes antiadherentes au cours du temps mais 
necessitent toutefois la presence d'un systeme d'inertage a I'azote au 
cours de la reaction de reticulation pour abaisser le taux d'oxygene de 
rambiance gazeuse sous 50 ppm. Tout comme la premiere couche de 
silicone, la composition de silicone utilisee pour former | a seconde 
couche microstructuree peut contentr d'autres additlfs tels que des 
charges, accelerateurs, inhibiteurs, pigments, tensioactlfs. L'enduction de 
la couche de silicone microstructuree se felt d'une maniere generate a 
25 I'aide d'un cylindre grave a des vitesses pouvant alter de 10 a 
600 m/minute. La quantite de silicone (polydlmethylsiloxane) variera en 
fonction de la gravure du cylindre, de la viscosite de la composition de la 
viscoslte des produits d'addltlon pouvant modifier le comportement 
rheologique de la couche de silicone, de la temperature de la silicone. En 
fait, la silicone est transferee d'un rouleau grave sur la surface de la 
premiere couche de silicone a enduire. La gravure du cylindre grave est 



20 
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remplie par trempage dans un encrier contenant de la silicone, L'exces 
de silicone est generalement elimine au moyen d'une racle. Un contre- 
rouleau de caoutchouc sera utilise pour assurer le bon transfert de la 

_ e0U6Re -de-silieene.4a^»wr^du^ 



15 



la couche de silicone, c'est-a-dire la microstructure tridimensionnelle 
desiree. La quantite de silicone deposee pourra varier de 3 a 25g/m 2 . 
avantageusement de 6 a 15g/m*. La microstructure trtdimensionnelle 
formee par les premiere et seconde couches de silicone est 
avantageusement constitute de motifs microstructures, plus 
10 particulierement de motifs microgaufres, dont la hauteur des cretes peut 
aller de 5 a 50 micrometres, avantageusement de 10 a 25 micrometres. 
Par example, la gravure utilisee pourra presenter les caracteristiques 
suivantes: profondeur (hauteur): 50 micrometres, ouverture: 
100 micrometres, mesure diagonale de la pyramide: 500 micrometres, 
volume theorique : 15 cm 3 /rrf . La couche de silicone microstructuree qui 
est appliquee sur la surface plane de la premiere couche de silicone doit 
6tre reticulee aussi rapldement que possible par le rayonnement UV ou 
le faisceau electronique, et done dans le cas du traitement par UV les 
lampes UV doivent etre positionnees preferenuellement aussi pres que 
20 possible du poste d'enduction de silicone. La puissance des lampes UV 
peut aller de l20W/cm a 240W/cm ou plus et determine la vitesse 
d'enduction de la silicone microstructurfie (approximativement 
100m/minute par 120VV/cm). Lors de I'enduction de la silicone 
microstructuree a faide dun cylindre grav6 special (gravure dlte "inverse 
25 ou negative") sur la couche de silicone plane, cette dernlere doit etre 
deposee preaiablement sur le support papier ou plastique, ou au cours 
d'une enduction separee (processus de presiliconage), ou encore en 
tandem, c'est-a-aire sur la machine en train d'enduire la couche de 
silicone' microstructuree. L'enduction de la couche de silicone 
microstructuree peut egalement se falre a I'aide d'un tamis rotatif, auquel 
cas la silicone est passee au travers du tamis en contact avec la surface 
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a enduire de la premiere couche. Par exemple, un tamis utilise peut 
r6pondre aux caracteristiques suiyantes : tamis de 30 mesh; epaisseur 
de 200 micrometres, 15 % de surface d'ouverture, dimension des trous 

de^45-micromBtresrVolume-th6orique-dtrfIuide-de-silicone-passant~au- 

5 travers : 30 cm*/m a . II n'est pas conseille de reticuler la couche 
microstructur^e par vole thermique car la temperature necessaire pour la 
reticulation detruirait sa structure tridlmenslonnelle par fluage avant 
meme de pouvoir la fixer par reticulation. De plus, i'inconvenient majeur 
du point de vue de la tenue de la structure spatlale du motif au cours de 

10 son enduction serait que la viscosite d'une composition de silicone traitee 
par vole thermique serait de Tordre de 200 d 400 centlpoises alors que 
traitee par rayonnement elle peut 6tre superieure & 1000 centlpoises. 

Si Ton enduit de la silicone sur un support tel que du papier, 
du polyester ou autre, la tension superficielle de ces supports est d'une 

15 manure generate toujours sup6rieure a la tension superficielle de la 
silloone. La consequence immediate qui en resuite est que la silicone va 
mouiller la surface du support et done s'etendre sur celle-cL A Hnverse. 
si Ton enduit de ia silicone sur une surface qui presente une tension 
superficielle inffcrieure a celle de la silicone, comme par exemple une 

20 surface traitee au fluor, on assistera done h une retraction de la silicone 
pouvant conduire au d§mouillage; le film liquide de silicone se brise a la 
surface du support pour former un ensemble de gouttelettes separees 
les unes des autres. Comme ii est absolument necessaire d'dviter toute 
deformation de la structure tridimensionnelle de la silicone lorsque celle- 

25 ci vient d'etre depos6e sur la surface du support, il faut idealement que la 
surface du support ait la meme tension superficielle que la silicone qui y 
est depos&e et done idealement une surface de meme nature que la 
silicone : une surface sillconee. Dans ce cas, la silicone que Ton enduit 
n'aura tendance ni a se retracter ni & s'etaler. Sa structure nonmalement 

30 restera done stable (mis a part Teffet de gravfte sur les pants de la 
structure tridimensionnelle qui dSpendra en grande partie de la viscosite 
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de la silicone que I'on enduit- plus elevee elte sera, au mieux ce sera) 
jusqu^au poste de rayonnement UV ou electronique, ou la couche de 
silicone microstructuree sera definitiveme nt fixee par re ticulation. Les 

Tgnsiore-BiwertiBiB^^ ig et 



24mN/m (ou dynes/cm), avantageusement de 21 a 23mN/m. La 
methode generalement utilises pour determiner la tension superficielle 
est la methode de la goutte d'Owens-Wendt a trois oomposantes 
(liquides utilises: hexadecane, eau, glycerol, diiodomethane; 
temperature de mesure : 23'C). On notera qu'il y a tres peu de difference 
au point de vue tension superficielle entre les compositions de silicone 
qu'elles soient traltees par voie thermique ou par rayonnement. Une 
couche de silicone traitee a la chaleur aura sensibiement la mime 
tension superficielle qu'une couche de silicone traitee aux UV. La couche 
de silicone microstructuree peut par consequent etre aisement appliquee 
sur la surface plane d'une couche de silicone reticulee thermlquement 

Suivant I'invention, on depose ensuite sur les premiere et 
seconde couches de silicone se solidarisant pour former ainsi une 
microstructure tridimensionnelle commune comportant des zones 
assurant des propriety d'autoadherence sensibiement regulierement 
reparties a la surface du support un substrat ou film souple. sous la 
forme d'une solution liqulde ou de pate, dont la topographie de surface, 
apres sechage par voie thermique, par exempte dans des fours 
thermiques, ou sous I'application d'un rayonnement UV ou electronique. 
sera la topographie sensibiement inverse de celle de la silicone 
microstructuree tridimensionnellement. En fait, les couches de silicone 
remplissent un double role; celui d'imposer une topographie inverse a la 
surface du film qui sera intlmement mis en contact avec elles et celui 
d'agent d'antladherence qui facllitera la separation du film qui a ete 
applique sur la silicone microstructuree. En tant que film souple a utiliser 
tout film plastlque pourra convenlr. par exemple du chlorure de polyvinyle 
coule soit en base solvant. soit sous forme d-organosol ou de plastisol. 
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D'autres films coules pourraient egalement etre envisages, tels que le 
polypropylene, le polyurethanne, le polyethylene. En fait, I'objectif 
principal du precede de Invention est de conferer au film coul§ un fini de 

-S"rf^P*^cnarj||^^ 



- ,^Jr_ 

des raisons techniques diverses. 

Suivant un mode particulierement avantageux de 
I'invention, on utilise comme film souple un film plastique. par exemple 
un film de chlorure de polyvinyl dont une surface est recouverte d'un 
adhSsif, de maniere a conferer a I'adhesif une microstructure 
correspondant a I'lmage Inverse de la silicone microstructuree. La 
couche d'adhdsif sera dans ce cas, avantageusement, sort enduite 
directement sur la silicone microstructuree. soit pressee sur la silicone 
par laminage a I'aide d'un lamineur. Lors d'une enduction dlrecte, 
I'adhesif sera sous forme liquide. par exemple en solution dans un 
1 5 solvant organique ou un melange de solvants organlques ou en emulsion 
dans I'eau, ou sous forme sollde, c'est-a-dire sous la forme d'un adhesif 
sans solvant qui est coule a chaud sur la silicone microstructuree. 
Comme le processus deduction utilise pour enduire I'adhdsif sur la 
silicone doit etre tel qu'il n'affecte pas la microstructure de la silicone par 
20 abrasion, celui-ci se fera de preference en utilisant une extrudeuse a 
fente, un rouleau enducteur muni d'une racle ou d'une doctor bar. 
Comme type d'adhesifs on pourrait utlllser tous les adhesifs applicables 
dans le domalne envfsage. On citera, a cet egard, les adhesifs a base 
d'acrylique, de caoutchouc, de silicone, de polyurethanne. Ces adhesifs 
25 peuvent etre en base solvant. en base aqueuse ou sans solvant, a I'etat 
fondu. Le choix de I'adhesif determinera sa facilite a repliquer la 
microstructure de la silicone et le maintlen plus ou moins durable de sa 
microstructure inverse lorsque I'adhesif sera ulterieurement applique sur 
un appui donne, tel que vitrfne, idle peinte. panneau. Convfennent 
30 particulierement bien les resines autoadhesives autoreticulables a la 
chaleur, a base d'un copolymere acrylique en solution dans un m6lange 
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de solvants organiques. les resines autoadhesives retlculables par 
addition d'isocyanate, a base d'un copolymere acrylique en solution dans 
un melange de solvants organiques, les copolymeres acryliques en 



preferentiellement I'acrylate de 2-ethylhexyle, raciylate de butyle et 
I'acide acrylique, et les adhesifs a base de caoutchouc naturel eVou 
synthetique en solution ou non dans un melange de solvants organiques. 
Ces adhesifs peuvent contenir un ou plusleurs additifs tels que des 
r§sines assurant un collage, antloxydants, plastifiants, charges, pigments 
10 ou analogue. 

Pour une meilleure clarte de I'invention, la figure 1 des 
dessins annexes repr6sente une vue en coupe, exagerement agrandle 
d'un support 1 sur lequel ont ete appliquees respectivement une couche 
de silicone plane 2 et une couche de silicone microstructuree 3. Comme 
15 on peut le voir, celles-ci torment ensemble une microstructure 
tridimensionnelle comportant des cretes constitutes par la couche 
microstructuree 3 et des zones d'antiadherence de fond constitutes par 
la couche plane 2, regulierement reparties a la surface du support, qui 
facillteront la separation du film avec adhesif ou non qui aura ete depose 
20 sur la silicone microstructuree. 

Les essais et Exemples suivants servent a mieux illustrer 
I'invention mais ne constituent en aucun cas une limitation a celle-ci. 
Essais sur une Installation pilote 
Les matieres utillsees. les conditions operatolres et les 
25 resultats des essais sont donnes dans les Tableaux 1 et 2 ci-apres. 

1. Enduction d'un "quadrillage" de silicone sur papier 
presllicone. 

L'enduction de la couche de silicone microstructuree 
("quadrillee") se fait a I'aide d'une gravure dite "inverse", c'est-a-dire de 
30 pyramides sur la table du cyllndre. 
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Catacteristiques de la gravure (voir figure 2a : vue en plan de la 
gravure, et figure 2b : vue en coupe suivant la ligne lib). 

Cylindre n° 58472 chrome. 
Profondeur-^0T05O-mm: 



Ouverture :0,100 mm 

Mesure diagonale de la pyramide : 0,500 mm, 
Fond : 0,015 mm. 

Le remplissage de la gravure se fait soit a I'alde d'une 
chambre fermee munie de racles. soit par trempage de la gravure dans 
le bain de silicone. I'exces de silicone a la surface de la gravure etant 
ensuite ellmlne au moyen d'une racle (en acier, Nylon ou toute autre 
matlere). La fixation de la couche de silicone microstructuree se fait en 
utilisant une batterie de lampes UV a mercure a pression moyenne d'une 
puissance de 200 W/cm. 
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* La viscosite des silicones a ete mesuree au brookfield (broche 4, 

Vitesse 20 tours/min.). unite le centipolse, , 
1) Le Signback 1 3 est un papier couchS au kaolin de 130 g/m 2 . 

2) — Le-R630G&-(SS)-e8t^FMttelang 

5 catalyseur au Pt, sans soIvanL 

3) UUV902G (+CRA 709) est un melange de polyorganosiloxanes 
comportant des fonctions acrylate, et mis en presence de 2- 
hydroxy-2-m6thyl-1-ph6nylpropanone comme photoinitiateur, de la 
socidte Goldschmidt 
10 4) L'UVPC 900RP est un melange de polyorganosiloxanes comportant 
des fonctions acrylate, et mis en presence de 2-hydroxy-2-m6thyM- 
phenylpropanone, de la society Rhodia. 
5) L'UV 902G est un melange de polydimfithylsiloxanes 
fonctionnalises a fonction acrylate et de 2-hydroxy-2-rn6thyl-1- 
1 5 ph6nyfpropanone de la societe Goldschmidt 

2* Enduction de I'adhesif 

Formulation d ? adh6sif utilises : 
Copolym§re acrylique en solution dans un melange de solvants 
organiques : 17 kg. 
20 Acetate de butyle (solvant principal) : 2,8 kg. 

Reticulant : 0,160 kg. 

Profit de temperatures de sechage : 60°C, 80*0, 100°C, 120°C. 
Vitesse d'enductlon : 20 m/mlnute, 
Grammage de I'adhesif : 20-25 g/m* 
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Tableau 2 : Enduction de I'adhesif 





Exemple 
n° 


Adhesif 


Face 


Resultats (aspect) 






t 


— CDpolym^rerBcrylique — 
dans solvant 




Etalement acceptable de 
TadhSsif 




2 


copolymere acrytique 
dans solvant 


M8129 


bon etalement de 
I'adhesif 


3 


copolymere acrylique 
dans solvant 


M8129 


bon Statement de 
I'adhesif 


4 


copoiymfere acrylique 
dans solvant 


M8129 


etalement acceptable de 
I'adhesif 



1) Le M8129 est une feuille de PVC blanc brillant de 90 micrometres 
d'epaisseur. 

6 On peut done voir que i'enduction d'un relief de silicone via 

une gravure dite inverse donne d'exceilents resultats. 

La figure 3 est une micrographie electron ique a balayage 
de la surface de silicone microstructuree de I'Exempfe n° 2 suivant 
l invention (grossissements X 1 5 et X 30), 
10 La figure 4 est une micrographie Slectronique £ balayage 

de la surface de silicone microstructuree obtenue selon un procede 
connu de la technique anterieure. 

Selon ce procede connu, la couehe de silicone, deposee 
sur la face brillante du film de polyethylene d'un papier polyethylene deux 
15 faces, est microembosse d chaud (1 10°C) et & basse vitesse (0,9 m/min) 
par un cylindre grave; le contre-cylindre est un rouleau de caoutchouc 
silicone d'une durete de 85 Shore et chauffe £ 120°C f (a pression 
exerc&e entre les deux cylindres etant de 22 N/mm. - 

Comme on pourra le noter, les structure microgsufrees 
20 obtenues a la surface de la silicone (figure 3} sont tres regulieres et sont 
arrondies au niveau des cretes, et evitent le transfert de I'lmage du 
pattern silicone S la surface du film souple de PVC, e'est-a-dire qu'il n'y 
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a pas d'alteration de Inspect de surface du film de PVC, ce qui n'est pas 
le cas du microgaufrage de la figure 4, oCi la surface du film de PVC est 
alt6r6e par les microstructures du papier polyethylene et silicone dont les 

ci^tes^ont-beaucoup^lus-effile^ 

5 PVC et deformant celui-ci. 

D'autres essais et resultats d'essais sont donnds dans les 
Tableaux 3 et 4 ci-apres. 

1. Enductron d'un quadrillage de silicone sur papier presilicone. 

Le mode operatoire est senslblement le m§me que celui 
1 0 utilise precedemment. 
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2. Enduction de I'adhesif 

Formulations d'adhesif utilisees : 

1. MP 500 (Solucryl 340 : copoiymere acrylique en solution dans un 
melgjpg^j fe solvants prg aniqu^aX 

5 Grammage : 24,5 g/m 2 . 

Viscosity : 135 cps (broche 4, v20, brookfield). 

Profil de temperatures de sechage : 70°C, 90 P C, 110°C, 140°C- 

Vitesse d'enduction : 10 m/min. 

2. MR 9S0 {Solucryl 615 : copoiymere acrylique en solution dans un 
1 0 melange de solvants organiques), 

Grammage : 16 g/m 2 . 

Viscosity : 790 cps (broche n 9 4, v20, brookfleld). 

Profil de temperatures de sechage ; 70°C, 90°C, 110°C, 190°C. 

Vitesse d'enduction : 20 m/min. 
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Tableau 4 
induction de I'adhesif 



Exemple 
n° 


Papier 
prestticone 


Silicone 


Adheslf 


Face 


Resuitats 
(aspect) 


Reference 


SIGNSACK13 
UV PC900RP 


/ 


MP500 


M9829 
polymere 75u 


bonne enduction de 
I'adhesif 


A 
5 


SIGNBACK 13 
R630GE (SS) 


UV902G 


MP500 


M9829 


bonne enduction de 
Tedhesif, quelques 
bulles 


6 


SIGNBACK 13 
UV902G 


UV902G 


MP500 


M9829 


bonne enduction de 
I'adh6slf. ires peu de 
bulles 


7 


SIGNBACK 13 
UV PC900RP 


UV902G 


MP500 


M9829 


bonne enduction de 
redhesif, quelques 
bulles 


8 


SIGNBACK 13 
UV PC900RP 


u vyutvj 


lilrwwv 


M2629 
polymere 60m 


bonne enduction de 
I'adhesif. quelques 
bulles 


9 


SIGNBACK 13 
R630GE (SS) 


i n/nnop 

UV90ZG 




M2629 


"aonne enduction de 
I'adhesif, quelques 
bulles 


10 


SIGNBACK 13 
UV9Q20 


UV902G 


MP500 


M2629 


bonne enduction de 
I'adhesif, tres peu de 
bulles 


11 


PET 28u traite 
RF310RP (1.8) 


UV902G 


MP500 


BOPP 5S|j 
clair 


bonne enduction de 
I'adhesif, tres peu de 
bulles 


Reference 


SIGNBACK 13 
UV PC9Q0RP 


/ 


MP500 


M2629 


bonne enduction de 
I'adhesif 


B 

Reference 
C 


SIGNBACK 13 
UV PC900RP 


/ 


MRQSO 

IVir\99V/ 


M2629 


bonne enduction de 
I'adhesif 




SIGNBACK 13 
R630GE(SS) 




MR980 


M2629 


bonne enduction de 
I'adhesif, tres peu de 
bulles 


13 


SIGNBACK 13 
UV902G 


UV902G 


MR980 




I'adhesif. pas de bulles 


14 


SIGNBACK 13 
UV PC900RP 


UV902G 


MR950 


M2629 


bonne enduction de 
radhesif, tres peu de 
bulles 


15 


SIGNBACK 13 
. .UV PC9D0RP 


UV902G 


MR980 


M9829 


bonne enduction de 
I'adhesif. tres peu de 
bulles 


16 


SIGNBACK 13 
R630GE (SS) 


UV902G 


MR980 


M9829 


bonne enduction de 
I'adhesif, tres peu de 
bulles 


17 


" SIGNBACK 13 
UV902G 


UV902G 


MR980 


M9829 


parfaite enduction de 
I'adhesif, pas de bulles 


Reference 
0 


SIGNBACK 13 
UV PC900RP 




MR980 


M9829 


bonne enduction de 
radhSsif 



On notera que meme avec un film de PVC souple tres 
mince de 60 pm (M2629) on ne voit pas la trame de silicone. 

Les principaux avantages du precede de microstructuration 
de I'invention sort par consequent outre le fait, comme il a deja ete 
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precise precSdemment, d'obtenir une surface de silicone microstrucluree 
sur n'importe quel type de substrat tel que papier (calandre ou glassine, 
couche), films plastiques (PET. PE, BOPP. PVC) et de pouvoir endulre la 
— silicone-a-tres-grande-vfe^^ 
5 extremement reguliers et dont les cr&tes ne deferment pas le film sur 
lequel est appliquee la surface d'adhesif microrepllquee. 

La principale utilisation d'un adteslf microstructure est la 
facilite qu'll apporte lors de rapplication, par exemple, de grands 
emblemes sur des surfaces donnees. En effet, generalement il est 
10 necessalre d'enlever et de reappliquer I'embleme pour mieux le 
posltionner et une fols blen applique, il y a souvent lieu d'dliminer les 
poches d'air emprisonne sous le film autoadhSsif lore de ('application ou 
les poches de gaz qui survlennent quelque temps apres I'application. 
fadhesif microstructure suivant la presente invention permet un 
15 reposftionnement aise tout en evitant facilement les bulles d'air lors de 
I'application par une simple pression du doigt et permet d'eliminer au 
travers des mlcrocanaux formes tout gaz qui pourrait eventuellement se 
developper apres application. 

II doit etre entendu que invention n'est nullement limitee 
20 aux formes de realisation decrites et que bien des modifications peuvent 
etre apportees a ces demieres sans sortir du cadre du present brevet. 
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PFVPMniCATIONS 

1. Procede de microstructuratlon tridimensionnelle d'une 
surface de substrat souple. en particulier d'une surface d'adhesif. 
jKracteris&jaiu^ 



silicone sensiblement plane et uniforme sur une surface dun support. 
Implication sur la premiere couche de silicone d'une seconde couche de 
silicone microstructuree tridimensionnellement, lesdrtes premiere et 
seconde couches de silicone se solidarisant pour former ainsi une 
microstructure tridimensionnelle commune comportant des zones 
assurant des proprietes d'antiadherence sensiblement regullerement 
repartles a la surface du support, et le depot de la surface de substrat 
souple, en particulier de la surface d'adhesif sur les couches de silicone 
precitees de maniere a ce que ladlte surface de substrat souple. en 
particulier d'adhesif soit microstructuree essentietlement par replication 
inverse de ta microstructure tridimensionnelle commune formee par les 
premiere et seconde couches de silicone, lesdites couches de silicone 
6tantfixees par durcissement. 

2. Procede suivant la revendicatlon 1, caracterise en ce 
que la microstructure tridimensionnelle formee par les premiere et 
seconde couches de silicone comporte des motifs microgaufres. 

3. Procede suivant I'une ou I'autre des revendications 1 et 
2, caracterise en ce qu'on microstructure tridimensionnellement une 

surface d'adhesif. 

4. Proced6 suivant I'une quelconque des revendications 1 
a 3. caracterise en ce que la premiere couche de silicone comprend un 
polyorganosiloxane fonctionnalls6 & groupements 

— Si — H 

I 

comme reticulant, et au moins un polyorganosiloxane fonctionnalise 
pouvant reagir avec le reticulant par polycondensatlon. 
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5. Procede suivant I'une quelconque des revendications 1 
a 3, caracterise en ce que la premiere couche de silicone comprend un 
polyorganosiloxane fonctionnalise a groupements 

1— 

5 — Si — H 

I 

comme reticulant, et au moins un polyorganosiloxane fonctionnalise a 
groupements 

I 

10 — Si — R 

I 

pouvant reagir avec le reticulant par polyaddition, R comportant au moins 
une insaturation ethylenique. 

6. Procede suivant I'une ou I'autre des revendications 4 et 
15 5, caracterise en ce que la premiere couche de silicone comprend un 

catalyseur d'activation de la reaction de reticulation precitee. 

7. Procede suivant la revendication 6, caracterise en ce 
que le catalyseur d'activation est un catalyseur a base de platine ou de 
rhodium. 

20 8 - Precede suivant J'une quelconque des revindications 4 

a 7, caracterise en ce que la premiere couche de silicone comprend en 
outre un ou plusieurs addltlfs cholsis dans, le groupe comprenant les 
modulateurs d'adherence, les accelerateurs et inhiblteurs de reaction, les 
pigments, les agents tensioactifs, les charges. 

25 9 - Procede suivant I'une quelconque des revendications 6 

a 8, caracterise en ce que la premiere couche de silicone est durcie par 
chauffage ou par exposition a un rayonnement ultraviolet. - 

10. Procede suivant la revendication 9, caracterise en ce 
que lorsque la couche de silicone est durcie par chauffage, elle est 

30 chauffee a des temperatures allant de 70 a 200°C, avantageusement de 
100 a 180°C. 



! 
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1 1 . Procede suivant I'une ou I'autre des revendications 4 et 
6. caracterise en ce que la premiere couche de silicone est durcie par 
exposition a un rayonnement electronique. 

ig pmnAfiA suivant I'u nn quBlcooque des revendications-^. 



5 a 11, caracterise en ce que la premiere couche de silicone a une 
epaisseur allant de 0.5 a 1,5 micrometre, avantageusement de 0,8 a 

1,2 micrometre. 

13. Precede suivant i'une quelconque des revendications 1 
a 12, caracterise en ce que la seconde couche de silicone precitee 

10 comprend au moins un polyorganosiloxane, avantageusement un 
polydimethylsiloxane a fonction actylate et un catalyseur du type 
cetonique, avantageusement du type benzoph6none, et est durcie par 
exposition h un rayonnement ultraviolet. 

14. Procede suivant I'une quelconque des revendications 1 
15 a 12, caracterise en ce que la seconde couche de silicone precitee 

comprend au moins un polyorganosiloxane, avantageusement un 
polydimethylsiloxane a fonction epoxy et un catalyseur du type sel 
d'iodonium, et est durcie par exposition a un rayonnement ultraviolet. 

15. Composition suivant I'une quelconque des revendi- 
20 cations 1 a 12, caracterisee en ce que la seconde couche de silicone 

precitee comprend au moins un polyorganosiloxane, avantageusement 
un polydimethylsiloxane a fonction acrylate et/ou epoxy. et est durcie par 
exposition a un rayonnement electronique. 

16. Procede suivant I'une quelconque des revendications 2 
25 a 15, caracterise en ce que la microstructure tridlmensionnelle formee 

par les premiere et seconde couches de silicone precitees est constituee 
de motifs microgaufres, dont la hauteur des crites varie de 5 a 50 
micrometres, avantageusement de 8 a 25 micrometres. 

17. Procede suivant I'une quelconque des revendications 1 
30 a 16, caracterise en ce que la seconde couche de silicone est appliquee 
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sur la premiere couche en une quantite pouvant aller de 3 a 25 g/m a , 
avantageusement de 6 a 15 g/m*. 

18. Procede suivant Tune quelconque des revendications 1 
^~7-,xaracterise-errce^ue-lai3re^ 

5 ont une tension superficielle proche Tune de I'autre, allant de 15 a 
25 mN/m, avantageusement de 21 a 23 mN/m. 

19. Procede suivant Tune quelconque des revendications 1 
a 18, caracterise en ce que le substrat et le support pnScites sont 
constitues de papier, notamment calandrS ou couch6, d'un film plastique, 

10 notamment de polyethylene, polyester, polypropylene, chlorure de 
polyvinyle. 

20. Procede suivant Tune quelconque des revendications 3 
a 19, oaracterise en ce que I'adhesif precita est depose sur les premiere 
et seconde couches de silicone precitees soft en I'enduisant directement 

15 sur lesdites couches sort par laminage. 

21. Procede suivant la revendication 19, caracterise en ce 
que dans le cas d'une enductlon directe I'adhesif est soil sous forme 
liquide, avantageusement dans un solvant organique ou en emulsion 
dans I'eau, soft sous forme solide coute a chaud. 

20 22 p rocede suivant Tune quelconque des revendications 3 

a 21, caracterise en ce que I'adhesif est applique sur un film plastique 
souple, avantageusement un film de chlorure de polyvinyle. 

23. Film microstructure tridimensionnellement, et/ou film 
autoadhesif comportant une surface d'adheslf telle que microstructuree 

25 tridimensionnellement par le procede suivant Tune quelconque des 
revendications 1 a 22. et comportant notamment des motifs decoratifs, 
publicities ou autres sur la surface opposee a la surface en contact 
avec la microstructure formee par les couches de silicone precitees. 
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ABREGE 



10 



15 



"Precede de microstructuration d 'une surface 
Hf> substrat souple. en partieulier d 'une surface d'adhesif, 
et nroduits microstructures ainsi obtenus" 
Procede de microstructuration tridimensionnelle d'une surface de 
substrat souple, en partieulier d'une surface d'adhesif, caracterise en ce 
qu'il comprend replication d'une premiere couche de silicone 
sensiblement piane et uniforme sur une surface d'un support, 
lapplication sur la premiere couche de silicone d'une seconde couche de 
silicone microstructuree tridimensionnellement, lesdites premiere et 
seconde couches de silicone se solidarisant pour former ainsi une 
microstructure tridimensionnelle commune comportant des zones 
assurant des proprietes d'antiadherence sensiblement r6gulierement 
roparties a la surface du support, et le depot de la surface de substrat 
souple, en partieulier de la surface d'adhesif sur les couches de silicone 
precitees de maniSre a ce que ladite surface de substrat souple, en 
partieulier d'adhesif soft microstructuree essentiellement par replication 
inverse de la microstructure tridimensionnelle commune formee par les 
premiere et seconde couches de silicone, lesdites couches de silicone 
etant fixees par durcissement, et films, notarnment autoadhesifs tels que 
microstructures par le precede precfte. 
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Fig. 3 
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Fig. 4 
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